
UKO 621.382.3 

NORMA BRANŻOWA 

BN-81 

ELEMENTY T ranzystory typu Be 157, 
3375-30.06 

PÓŁPRZEWODNIKOWE 

Be 158, Be 159 

\. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę szczególo-

lowe w ymagani a dot yc zęce krzemowych tranzystorów 

p-n-p malej mocy, malej częstotliwości, wykonanych lech-

nologię epitaksjalno-planarnę typu Be 157, BC 158, 

Be 159 w obudowie plastykowej do zastosowań powszech

nego użytku oraz w urzędzeniach wymagajęcych zastosowa

nia elementów wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Tranz y story przeznaczone sę do pracy w stopniach ste

rujęcych i wejściowych wzmacniaczy małej częstotliwości. 

Tranzystory' BC 159 sę prefer.owane do stopni wejścio

wych o niskim poziomie szumów. 

Tranzystory typu BC 157, Be 158, Be 159 mogę być 

stosowane jako pary komplementarne z tranzystorami typu 

Be 147, BC 148, BC 149. 

Kategoria klimatyczna - wg PN_'/3/E_04550 dla tranzy-

storów: 

_ standardowej jakości (poziom jakości \) - 40/125/04, 

_ wysokiej jakości (poziom jakości 11\) - 40/125/21, 

_ bardzo wysokiej jakości(poziom jakości IV) -40/125/56. 

Grupa katalogowo 1923 

2. Przykład oznaczania tranzystorów; 

a) standardowej jakości; 

TRANZYSTOR BC 157A B~-81/3375-30. 06 

b) wysokiej jakości; 

TRANZYSTOR Be 157A/3 BN-81/3375-30.06 

c) bardzo wysokiej jakości; 

TRANZYSTOR BC 157A/4 BN-81/3375-30.06 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać następu

jęce dane; 

a) oznaczenie typu (podtypu), 

b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wysokiej 

bardzo wysoki ej jakości. 

Tranzystory wysokiej jakości powinny być 

cyfrę 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości 

umieszczonę po oznaczeniu typu. 

znakowane 

cyfrę 4 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora 

wg rysunku i tabl. 1. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE-36. 

Zgłoszona przez Naukowo·Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelne'~o Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA·ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 198t. Druk. Wyd. Norm. W-WG, Ark. wyd.",gO N.kI.Z600~55 Z.m. 2904'81 CenCl &ł 10.80 
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Rys. 1. Obudowa CE-36 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE-36 

Symbol 
Wymiary, mm 

Symbol 
Wymiary , mm 

wymiaru 
min nom max 

wymiaru 
min nom max 

A - - 5,3 e - 2 541) , -

A~ - - 7,5 e
1 2,0 - 2,5 

A
2 - - 4,0 e2 1,35 - 1,75 
. 

1 61) b
1 1,75 1,85 j 1 , 1 - 1,3 , 

b2 1, 15 - 1,25 r, 4,0 - 4,3 

b
3 0,7 - 0,8 Li ',85 - 2, 15 

C 0, '7 - 0,22 Ni 3,2 - -

D - - 7,5 
z - - 1,25 

E - - 2,3 

1) Wymiar teoretyczny. 

5, Badania w grupie A. B. C D - wg BN-8CV3375-30.00 cl badania grupy B, C i D - wg tabl. 3 na str. 5, 

p. 5. 1. dl parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba

daniach B, C i D - wg tabl. 4 na str. 6. 
6. Wymaąania szczegółowe do badań grupy'A, B, C i Dj 

al badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów; A, 

D, l wg rysunku i tabl. l, 

bl badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 _ wg tabl. 2, 
7 , Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-30. 00. 



Tablica 2, Parametrl( elektrl(czne serawdzane w badaniach eodSruel( A2, A3, A4 i C2 

Podgrupa 
Rodzaj badania 

Kontro lowany Metoda pomiaru 
Warunki pomiaru Jednostka BC 157 

badań parametr wg PN-74/T -O 1 504 

min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-V = 20 V 
-1 

CE 
ark. 09 R =0 

nA - 100 
CES BE 

-V ark. 03 - 1 = 2 mA V 45 C -
(BR) CEO 

'B =0 

-l = 10 )JA 
-V ark. 03 E V 50 

(BR) CES R
BE 

= O 
-

Sprawdzenie podstawo- -V ark . 04 
-l = 10 )JA 

V 5 E -
A2 wych parametrów elek- (BR) EBO 

lC = 0 
trycznych 

65 480 

-lC = 2 mA 
klasa VI 65 150 

h
21E 

ark. 01 
-VCE =5V klasa A - 110 240 

klasa B 200 480 

klasa C - -

-lc = 0,2 mA 

F ark. 46 
-V = 5 V dB CE - -

Rg -2kfi 

Af = 30 Hz.,. 15 kHz 

-lc = 0,2 mA 

Sprawdzenie drugo- - V = 5V· R = 2 k fi 

rzędnych parametrów 
CE 'g 

A3 elektrycznych F ark. 46 f = 1 kHz dB - 10 

At = 200 Hz 

Wartości graniczne 

BC 158 

min max 

9 10 

- 100 

25 -

30 -

5 .. 

65 850 

65 150 

110 240 

200 480 

400 850 

- -

- 10 

BC 159 

min 

11 

-

20 

25 

5 

110 

-

110 . 

200 

400 

-

-

max 

12 

100 

-

-

-

850 

-

240 

480 

850 

4 

4 

m 
f-
e;> 

....... 
'" '" .,;j 

'f 
'" o 
o 
0\ 

'" 



cd. tabl. 2 

Podgrupa 
Rodzaj badan i a 

Kontrolowany Metoda pomiaru 
Warunki pomiaru 

badań parametr wg PN-74/T -o 1504 

l 2 3 4 5 

- lC - 10 mA 
ark. 02 -U 

-lB CEsat ~ 0,5 mA 

A3 F -lc - 10 mA 
-U ark, 02 

-18 = 0,5 mA BEsat 

-1 ~ 2 mA 
-U ark. 01 

C 
-U BE -5V 

CE 

Sprawdzenie parame-

A4 trów elektrycznych w -U = 20 V 
- I ark. 09 

CE 
tamb - 125

0
C CES RBE - O 

(poziom "I i IV) 

- 1 = 0,2 mA 
C 

f T ark, 24 -U
CE =5V 

f = 100 MHz 

Sprawdzenie druga-

C2 
rzędnych parametrów 
elektrycznych 

- V-lO V 

CCBO ark. 22 
CE 

lE -O 

f p - l MHz 

- - - ----- - ----_ .. - -------

Wartości graniczne 

Jednostka BC 157 BC 158 

min max min max 

6 7 8 9 10 

, 
mV - 200 - 200 

mV - 800 - 800 

mV - 700 - 700 

~A - 4 - 4 

MHz 100 - 100 -

pF - 6 - 6 

. 

BC 159 

min max 

11 12 

- 200 

- 800 

- 700 

- 4 

100 -

- 6 . 

--

ł> 
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Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C O 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badani a Wymagania szczegółowe 

l 2 3 4 

Sprawdzeni e wytrzymałości mechanicznej próba lJ b , metoda 2' 2,5 N • 
1 B l, CI 

wyprowadzeń 
próba U

a1 : 5 N 

Sprawdzenie szczelności próba Ql 

2 B3, C9 
Sprawdzenie wytrzymałości na spadki położenie tranzystora w czasie spadania: 
swobodne wyprowadzeniami do góry 

3 B4, C4 
Sprawdzenie wytrzymałości na udary 

mocowanie za obudowę 
wie l okrotne 

B5, C5 
Sprawdzeni e wytrzymałości na nagłe 

4 (poziom jakoś- T = 
o 

T = Oc -55 C· 125 
zmiany temperatu·ry A , B 

ci III i IV) 

układ OB wg PN-7BjT-01515 
tabl, 5: obciężenie: 

5 B6, C6 Sprawdzenie odporności na narażenia 
dlaBC 157: rE a lQmA,U

CB - = 30 V 
elektryczne 

- dlaBC 156-159: fE = 20 mA, 
. 

-U
CB 

= 15 V 

6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g 

Sprawdzenie wytrzymałości na przyśpie- kierunek probierczy: obydwa kierunki 
szenia stałe wzdłuż osi wyprowadzeń, mocowanie 

za obudowę 

7 C4 Sprawdzeni e wytrzymałości na wibracje o 
s tałej często t liwości (d la poziomu jakości I) 

mocowanie za obudowę 

Sprawdzeni e wytrzymałości na wi bracje o 

zm i ennej częstot I iwości (dla poziomu ja-

kości III i IV) 

B C5 
Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło 
lutowani a 

temperatura kępieli 350 
o 

C 

9 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na 
o 

zimno tstgmin=-55 C 

10 CB 
Sprawdzenie wytrzymałości na suche 

t stg max = 125 Oc 
goręco 

l 1 Cl0 Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl. l 

Ol 
Sprawdzenie odporności na niskie ciśnie-

(poziom jakości temperatura narażeni a 
o 

12 
nie atmosferyczne 

25 C 
111 i IV) 

Sprawdzenie wy t r.-.z:ymałośc i 
alkohol etylowy, aceton, sprawdzane 

13 02 
na rozpusz-

wymiary A, O i L wg tabl, l i rysunku, 
czalniki 

masa tranzystora O, 2 g 

14 03 Sprawdzenie palności wg PN-7BjT -01515 załęcznik 2, P. 4.3 

15 04 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

16 05 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solnę położenie tranzystora dowolne 
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Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach srupy B. C D (poziom l, III IV) 

Wartości graniczne 

Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki Jed-
parametru wg PN-74/T-01504 pomiaru 

Podgrupa badań 
nos tka 

Be 157 BC 1 SB BC 159 

min max min max min max 

1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 1 1 

Bl, CI, B3, B4, 

-U =20V B5, C2, C4, C5, nA - 100 - . 100 - 100 
CE 

_I ark. 09 , CI, C9, Dl i) 
CES 

B6, C6, CB, nA - 500 - 500 - 500 
R

BE
= O 

C2i ) )JA - 4 - 4 - 4 

Bl,B3,B4 klasa VI 65 150 65 150 - -

CI, C2, C4 klasa A 110 240 110 240 110 240 
-

C7, C9 klasa B 200 4BO 200 4BO 200 4BO 

B5, C5 klasa C - - 400 B50 400 B50 

klasa VI 50 lBO 50 lBO 50 lBO 

-I -2 mA klasa A 90 290 90 290 90 290 
h ark. 01 C B6, C6 

21E -U = S V -
CE CB klasa B 160 5BO 160 580 160 580 

klasa C - - 320 1020 320 1020 

klasa VI 30 - 30 - - -

C2 i ) klasa A 45 - 45 - 45 -
-

klasa B 80 - 80 - 80 -
klasa C - - 160 - 160 -

1) W czasie badania. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 
1. Instytucja opracowujaca normę - Naukowo-Produkcyj.. PN-74/T -01504.09 Tranzystory. Pomiar prędów reszt-

ne Centrl.m Półprzewodników. 

2. Normy zwiazane 

PN_73/E_04550 Wyroby elektrotechniczne. Próby środo

wiskowe 

PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar h
21E 

i napięcia 

UBE 

PN-74/T -01504.02 Tranzystory. Pomiar napięć nasycenia 

U i U 
CEsat BE sat 

PN-74/T -01504.03 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia 

U(BR)CEO' UCBR)CES' UCBR)CER' UCBR)CEX 

PN-74/T -01504.04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia 

UCBR)CBO' U(BR)EBO 

kowych I
CER

' ICES ,ICEV i prędu zerowego ICEO 

PN-74/T-01S04.21 Tranzystory. Pomiar h
Z1e 

w zakresie 

m. cz. 

PN-74/T -01504.22 Tranzystory. Pomiar pojemności CCBO 

i C EBO 
PN-74/T -01504.24 Tranzystory. Pomiar modułu h 

21e 
w 

zakresie w. cz. i częstotliwości f T 

PN-76/T -01504.46 Tranzystory. Pomiary 

szumów 

parametrów 

PN-78/T -0151 S Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wy-

magania i badania 

BN-BO/3375-30.00 Elementy półprzewodnikowe. Tranzy

story małej mocy, małej częstotliwości. Wymagania i 

badania 



Informacje dodatkowe do BN-8 1/3375-30. 06 7 

3 . Symbol wg KTM BC 158-6 - 1156211312014, BC 159B - 1156211313028. 

BC 157 - 1156211311000, 

BC 157-6 - 1156211311013, 

BC 157A - 1156211311026, 

BC 158 - 1156211312001, 

BC 158A - 1156211312027, 

BC 158B - 1156211312030, 

BC 159 - 1156211313002, 

BC 159A _ 1156211313015, 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. 1-1 i tabl~ l-l. 

Oznaczenie 
Lp. 

parametru 

1 2 

1 -U
CEO 

2 - UCES 

3 -UEB•O 

4 -lC 

5 -lCM 

6 -lB 

7 
Plot 

8 t; 

9 t stg 

10 t amb 

5. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2.,.·1-9 i tabl. 1-2. 

Re.zystancja termiczna złęcze - otoczenie R th ; "';a~ 330K/W 

320 

Ptct 
[mVl) 

2,(0 

200 

160 

(20 

80 

'-- 0 -" 

8C157 
8C1:J8 , 

+-
8C159 

. - -- --- .- .0.- -. 

. ~\ . I -_.-. ---
I 

... - t--
I 

1\ 
\ 

-

~ 

\ 

1\ , 
1\ , 

1\ 
\ 

1\ 
30 60 

IBN-a1l337 5-30.06+1 I 

Rys. 1-1. Zależność temperaturowa mocy strat od temperatury P tot = t(t amb) 

Tabllca l-l 

Nazwa 
Jed_ Wartości dopuszczalne 

parametru 
nostka 

BC 157 BC 158 

3 4 5 6 

Napięcie kolektor-emiter \/ 45 25 

Napięcie stałe między kolektorem 
V 50 30 

a emiterem przy U
BE =0 

Napięcie emiter-baza V 5 

Pręd kolektora mA 100 

Pręd szczytowy kolektora mA 200 

Pręd bazy mA 50 

Całkowita moc wejściowa (stała 
lub średnia) na wszystkich elek- mV 300 
trodach przy tamb 25°C 

Temperatura złęcza Oc 125 

.. Oc +125 Temperatura przechowywania -55 . . . 

Temperatura otoczenia w czasie Oc -40 .. • +125 
pracy 

BC 159 

7 

20 

25 
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160 

-lc 
[mAJ 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

~C157 
SC,!8 
BCf59 

/ 
I 

II / 

~ 
fi ~ -

J 
". 

I 
r/ I"'" , 

~ o O O ,4 

tamb=25"C 

~ 

S(11~ 
3tf\~ 

~ ""'" V" 
~ .. 

~ ~ 

1mA -
I 

1 I 
-Ja=" 01mA - , , 
! 

i 
-lj tvJ"2 C8 12 

IBN-81!3375-3D.D6-I-zl 

Rys. 1-2. Charakterystyka wyjściowa rC = f( U
CE

); r
B 

-
parametr 

2 r 1 l ' 
1 ; i 

i I i 
~~~2~~-4L-~+6~~-E~LV~1~~10 

/ BN-81!3375-30. 06-1-31 

Rys. 1-3. Charakterystyka wyjściowa 

parametr 

/ 
r---+-- i1;r~.+-t-++++---+---t-+-+-t-H1+I 

,...V 
01 i I I ~,-'-.;"':'-:'...L..(..J..1 , O·,.,.1---'----'-----'--'-.L-..L-;'-'--c,' _-'_o Ie ImA] 10 

IBN-81/3375-30.Df,-I-4/ 

Rys. 1-4. Zależność parametró\.y macierzy h ij od prędu ko.-

lektora 

20 =\ BC 159 H II n---T·+-·'-j--+++++++ i---+--t--++++t+i 

F \ -fe ""0.2 mA [-H-+++++-+---I-.-+-+-+-++++i 
[dE} - UeE = S V :r-----l--i+-· H+-+. Hr __ -_-+--+-H-+-++tI 

t----łr--i jo=: ~~~c t-fifi=r-t tL___--f-+++-H-ti 
~-- \- amb t--- -+F' t-t I I 

10 t==-t-+'J.J--'t-'t-1"K'.trH--~_---'-tj+--t +rt-l-i= I 
I---+-Irl-I-++' l-t' -L-11:1! : ~ --+-, ~ i ': '+ 

,} , 1 " __ ~_--! ' , 

5 \ =t= ,. --t--r--' L 11 
~_:: tl+-++.1.'! 

+ I I L [ I Or--~-~44++~~--L-_·,--!. I-~~H~~-+I-+I-t-I,+H+I~ 

W 1 10 f~H.zl 100 

/BN-a1!3375-30.06-I- 5 I 

Rys. l-S. Zależność współczynnika szumÓw od 
wości F = f (f) 

częstotli-
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- - --H-ł-t-+-t---i-t----H-+-i 

Rys. 1-6. Zależność napięcia nasycenia I'C . od prędu 
-Es " t 

kolektora l iCFsd = fel (') 

-l, 
[mA] 

10 2 

Ó 
4 

2 
1 10 

6 
4 

2 

10 
6 
4 
2 

1ó' 
O 

BC157 
8CfJI 
BC159 l.l .. [. ,-", 

lt:nlJ "::: 25'0, 
Ir 

I 

Q5 U8C t "I() 1.0 

IBN-a1fŚ375-30.06-t-7 I 

Rys. 1-7. Zależność napięcia nasycenia U od 
B ~ ~f il 

koleklora U = f (1 ) 
BE sII t C 

prędu 

BC157 
8C15'8 
BCf59 ~ .... 20jl 

II 

.~ 
II 

ł' 

II 
II 

II": 

to-1 
O 50 100 150tamb fe) 

I BN-Btl3375-30.06-r· 81 

Rys . I_B. Zależność temperaturowa prędu zerowego ICBOD 

f, 
[MHz} 

4 

2 

2 

8C157 
BC158 
8C159 

tOl1lb ~ 25DC 

10V 

....... I-" 
.... r- ... ... 

~ .... -UcE=5V ~ ... 
~-

'0 2 ,,. 1 8 10 -2 fe [mĄ] fJ 8 102 
189-8179975-90.05 -1- 91 

Rys. 1-9. Zależność częstotliwości granicznej od prędu 

kolektora f = f (I ) 
T C 
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Tablica 1-2 

Typ 

Lp, 
Oznaczeni~ Nazwa 

Warunki pomiaru 
Jed-

parametru parametru nostka Be 157 Be 158 Be 159 

min typ max min typ max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

Pręd reszt- -UCES - 20 V nA 2 100 2 100 2 100 
1 -ICES 

- - -kowy kolek-
UBE 

= O 
tora 

Napięcie -IC = 2 mA 

2 -U(BR)cEO przebicia 
lB 

V 45 - - 25 - - 20 - -
kolektora-

=0 

-emiter 

Napięcie -IC - 10 ).JA 
3 -U przebicia 

U
BE - O 

V 50 - - 30 - - 25 - -
(BR)CES kolektor-

-emiter 

Napięcie -lE = 10 ).JA 
II -UCBR)EBO przebicia 

lc 
V 5 - - 5 - - 5 - -

emiter-baza 
= O 

klasa VI - 65 - - 65 - - - -
-lc = 10 ).JA 

klasa A 110 110 110 - - - - - -
-U = 5 V 

klasa B 200 CE - 200 - - 200 - - -

65 - 480 65 - 850 110 - 850 

Statyczny 
klasa VI 65 100 150 65 100 150 1) współczyn- -1 = 2 mA - - -

5 h
Z1E 

-
nik wzmoc- C 

nienia . prę-
-U ~ 5 V klasa A 110 180 240 110 180 240 110 180 240 

CE 
dowego w 

klasa B 200 290 480 200 290 480 200 290 480 
układzie 

wspólnego 
klasa C 400 520 850 400 520 850 

emitera - - -

klasa VI - 70 - - 70 . - - - -
-lc = 100m, 

klasa A - 110 - - 110 - - - -
-LI ~5 V 1) 

CE 
klasa B 190 190 - - - - - - - . 

-1 = 10).JA 
C 530 530 

~ 5 V - - - - - - -
-U

CE 
Napięcie 

6 UBE stałe między -1 = 2 mA mV 
700 550 650 

bazę a emi-
C 550 650 550 650 700 700 

terem -UCE =5V 

-1 = 100 mA 
C 1) 740 740 

-UCE 
- - - - - - -

=5V 

-1 = 10 mA 
Napięcie 

C2 
7 -U

CEK kolankowe -lC1 = 11 mA - 0,3 0,6 - 0,3 0,6 - 0,3 0,6 

-U 
CE = 1 V 

-1 = 10 mA 
Napięcie na-

C - O, 1 0,2 - O, 1 0,2 - O, 1 0,2 

-l = 0,5 mA V 
8 -U sycenia ko- B 

CEsat 
lektor-emi-
ter 

_lc = 100 mA 
0,3 0,95 0,3 0,95 

1) - - - - -
-I = 5 mA 

B 

Napięcie -1 = 10 mA 
SI -U nasycenia 

C 0,7 0,8 - 0,7 0,8 - 0,7 0,8 -
BEsat -1 = 0,5 mA 

baza-emiter B 
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1 l 

cd. tabl. 1-2 

Oznac2f!ni e Nazwa Jed- Typ 
Lp. Warunki pomiaru parametru parametru nostka 

BC 157 BC 158 Be 159 

min typ ma x min typ max min typ max 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 1 I 12 13 14 

Napięcie na 
-lc = 100 mA 9 -U sycenia ba-

S mA 1) 
V - 0,9 1,2 - 0,9 1 , 2 - - -BEsat 

za-emiter -18 = 

Małosygna- 0,4 - 8,0 0,4 - 15,0 1,2 - 15, O 
łowa zwar-
ciowa impe- klasa VI 0,4 1,4 2,2 0,4 1,4 2,2 - - -

10 h
11e 

dancja wejś 
ciowa w u- klasa A kQ 1,2 2,7 4,5 1,2 2,7 4,5 1 , 2 2,7 4,5 
kładzie 

wspólnego klasa B 3,0 4,5 8,0 3,0 4,5 8,0 3,0 4,5 8,0 
emitera 

klasa C - - - 6,0 9,0 15, O 6,0 9,0 15,0 

Małosygnało. . 
klasa VI 2,5 2,5 wy rozwar- - - - .. - - -

ciowy współ-
czynnik klasa A ' 

xl0- 4 - 3,0 - - 3,0 - - 3,0 -11 h wstecznego 
12e . przenosze_ 

klasa B 3,5 3,5 3,5 nia napi,cio - - - - - -
wego w u-
kładzie -1 ,. 2 mA klasa C - - - - 4,0 - - l ;_ , O -
wspólnego. C 
emItera -U

CE 
-5V 75 - 500 75 900 125 900 - -

Mało.sygna- f = 1 kHz 
łowy zwar- klasa VI 75 110 150 75 110 150 - - -
ciowy współ-

h
21e 

czynnik 
klasa A 125 220 260 125 220 260 125 220 260 12 przeno.sze- -

nia prędo-
wego. w u- klasa e 24(,\ 330 500 240 330 500 240 330 500 
kładzie 
wspólnego 

klasa C - - - 450 520 900 450 520 900 emitera 

Mało.sygna- - - 70 - - 110 - - 110 
łowa ro.z_ . 
warc)o.wa klasa VI 20 40 - 20 40 - - --
admitancja 

13 h wyjściDwa }JS 
50 25 50 22e klasa A - 25 50 - 25 -

w układzie 
wspólnego. klasa e - 35 70 - 35 70 - 35 70 
emitera 

klasa C - - - - 45 110 - 45 110 

Częstotl i- -lc = 10 mA 

14 f T Wo.ŚĆ gra- -U
CE 

=5V 100 150 - 100 150 - 100 150 -MHz 
niczna f ,. 100 MHz 

-lC - Q, 2 mA 

-U - 5 V CE 2 10 - 2 10 - 2 4 
-2kll -

Rg 

f - 1 kHz 

Wsp6łczyn- At - 200 Hz 
15 F de 

nik szum6w 

-1 
C 

= 0,2 mA 

-U
CE 

-5V 

- - - - - - - 2 4 

Rg -2kQ 

~f - 30 Hz .. 15 kHz 



12 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-30. 06 

cd. tabl. 1-2 

Oznaczenie Nazwa 
Typ 

Lp. Jed-
parametru parametru Warunki pomiaru 

nostka Be 157 Be 158 Be 159 

min typ max min typ max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 

Pojemność 
-U = 10 V 

16 CeBO 
z/ęcza ko- eB 
lektor- baza 

I
E = O - 4 6 - 4 6 - 4 6 

f c l MHz pF 

Pojemność 
-(I 

EH 
= 0,5 V 

17 CEBO złęcza emi- le m O - 11 - - 11 - - 11 -
ter-baza 

f ~ 1 MHz 

1) Pomiar impulsowy; tp~ 300 )JS; d ~ 2 1ft. 


